Modelo de pequeiia seial del diodo semiconductor

v 1{A)

k —

Awancha

[ = Iq (C‘bz‘:'nt'r} -1).
Is=10%  nV;=25mV

Carriente en reposo del diodo DC

A VD

Resistencia dinamica del diodo 4

3
o)

|

Q.

[= 8
ol
2

Obtener VL
100 Q 140 0
AAA AN o
+
__+
= 2v 150 Q
+ VL
O.lsenot _
= o
Punto de Reposo
12
10 - I = I (C'l})/'('“"zl" _ 1)’
8 «
=3
E 64
a
4
2 4
U T T T I T I TI  TTT  TI IT TITTI I  I I  T TIT TIT TTI TTI TIT ITTITITTITTITTITTTITT TTr ram |

O o A MR B VPG N
SEPFIFIRLLSTN L F TN

VD (V)




Problema Obtener VL

100 pF

i
[
—1ov *
103 cosm t

2520

0.00252 cosuwt

Representado como fasor
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Recta de carga AC
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Cambio de
coordenadas

id=iD- ID vd=vD -VD
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